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场发射显示器能量消耗研究

李　晨　 雷　威　 张晓兵　 顾　伟

（东南大学电子工程系，南京 ２１００９６）

摘要：为了降低场发射显示器的能量消耗，提出一种新型的像素点结构，并优化了其内部电场分布．
基于此结构建立了一个电路模型，得到显示屏功耗的３个主要组成部分：阳极功耗、漏电流损耗和
寄生电容能量损耗．其中寄生电容的存在不但会影响驱动电路性能，而且会增加显示屏的功耗．另
外，利用多种绝缘层不同的腐蚀速度，得到了新型像素点结构，减小了显示屏的寄生电容，使得其功

耗比传统结构减小了２８％，并且发射电场分布也优于传统像素点结构．
关键词：场发射显示；能量消耗；电路模型
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